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【はじめに】我々のグループでは、これまでに、プラズマ支援分子線堆積(PAMBD)法を用いた ZnO

の形成と薄膜トランジスタ(TFT)応用に関する研究を行ってきた。1, 2) ZnO TFTにおいては、薄膜

中の深い準位に起因する電流変動やヒステリシス現象が問題となっており、TFT 改善に向けた深

い準位の評価が有効である。一般的に深い準位の評価には、容量 DLTS 法が用いられるが、我々

のグループでは、TFT デバイス構造を直接評価する目的で、電流 DLTS 法によるデバイス特性の

評価および解析を進めている。

3) 
今回の発表では、各種条件で形成した ZnO極薄膜をチャネル層

とする TFTを作製し、ドレイン電流 DLTS測定を行っ

た結果について報告する。 

【実験および結果】熱酸化法により SiO2 膜を形成し

た n+-Si基板上に、PAMBD法を用いて基板温度 300℃

の条件でアンドープおよび窒素(N)ドープ ZnO極薄膜

(<50 nm)チャネル層を形成した。Al 蒸着により ZnO

表面にソース、ドレイン電極、基板裏面にゲート電極

を形成し、ボトムゲート型 TFT構造を作製した。図 1

にアンドープ ZnO(16nm) TFT の出力特性を示す。デ

バイスはnチャネルエンハンスメント型の特性を示し、

電界効果移動度µFEは 4.3 cm2/Vsが得られた。VDS=30V

の条件で、バイアス電圧 0 V、パルス電圧 10 V、パル

ス幅 0.1 sの VGSを印加した直後におけるドレイン電

流 IDの過渡変化を図 2に示す。300Kにおいて、過渡

変化の正負が反転しており、この試料において、電

子・正孔トラップが共に存在していることを示してい

る。さらに、方形波重み関数方式により DLTSスペク

トルを解析した結果、複数の深い準位が存在している

ことが確認された。 
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